DOCUMENTATION ELECTRONIQUE
TETE MAGNETIQUE DE LECTURE M 01 L1002 A

CONDITIONS DE MESURE
Bande magnétique
Vitesse

Densité d’enregistrement

Largeur utile de lecture

targeur d’entrefer

Azimut

Coefficient d’auto-induction

(1 kHz - 100 mV)

Résistance & 20°C

Tension de lecture (charge 10 k$2)
Résistance d'isolement (100 Ve )
entre enroulement et boitier

Température d’utilisation

3IM777
1m/s

50 FRPI

3102 mm

50 £10 pym

= 30"
d’angle/of angle

200 *50 mH

540 £110 Q
160 ¥20 mV

créte & créte/peak to peak

=10 MQ

—40°C +90°C

TETE MAGNETIQUE D’ECRITURE M 01 E 1001 A

CONDITIONS DE MESURE
Bande magnétigue
Vitesse

Densité d’enregistrement

Largeur utile d’écriture
Longueur d’entrefer

Azimut

Coefficient d'auta-induction
{1 kHz - 100 mV)
Résistance & 20°C

Courant de saturation

Résistance d'isolement (100 Vee)
entre enroulement et boitier

Température d'utilisation

Bac Génie Electronique
Session 2008

3IM777
1m/s

50 FRPI

6,55 £02 mm

2Di4pm

<30
d‘angle/of angle

60 £15 mH

7816 &2

<40 mA
créte & créte/peak to peak

=10 MQ

—40°C +90°C
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TETE D’IMPRESSION MATRICIELLE 7 AIGUILLES :

MODEL 820

= Impression d’une colonne verticale de 7

points.

» Hauteur d’un caractére : 2,87mm.

= Vitesse d’impression :

Jusqu’a 100 caractéres par seconde soit une
maximum de

vitesse de
220mmy/s.

= Alimentation : 24V continu.
s Courant : jusqu’a 3A en pointe.
= Température d’utilisation = 5°C a 40°C.

déplacement

3555 .5
NO4 PIN_ 1351216 1197
|

DETECTEUR OPTIQUE A FOURCHE CNY36

Caractéristiques
Parameétre Symbole | min | typ | max | unité
courant direct If 60 mA
LED
Tension inverse Vr 3 \Y
LED
Puissance Pd 100 mw
LED
Tension directe VI 1,7 \Y
LED
Tension saturation Veesat 0.4 Y
phototransistor ,
Temps de ~ton 5 LS
commutation toff
| phototransistor
Taux de transfert CTR 2 5 %
(Ic / 1)
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74HCT4538 : DOUBLE MONOSTABLE REDECLENCHABLE :

Le 4538 est un double monostable redéclenchable de technologie

1a - ) | I -
CMOS. L’impulsion de sortie peut étre déclenchée sur des fronts B 8L . 10
montants ou descendants selon le cablage des entrées. 186 2R
11 dispose de 2 sorties complémentées. La durée de I’impulsion de NI N o
sortie (en seconde) vaut:  TW =0,7.Rx.Cx sachant que : . (12) -
Rx est une résistance externe a relier entre Vec et la broche RX/CX B U9 2
Cx est un condensateur externe a relier entre les broches CX et ST I | o) -
RX/CX. arz B LR
Ce circuit répond 4 la table de vérité suivante
INPUTS OUTPUTS
= - == NOTE
A B cb Q Q
I H H 1 I OUTPUT ENABLE
X L H . L H INHIBIT
H X H L H INHIBIT
L i H 1 L] OUTPUT ENABLE
X X L L H INHIBIT
X : Don't Can
trr
[ j{ .
— Vi
A ) -
l [ “ { Vin
‘L.-.L, ‘1> - | “*,, . - L i VL
< | v
SN cc
RX/CX ! ! //\):—-i :gg )
I e
— T ! ; ME
= [ 1 | I
|
———— Vo
a W J I[ vor
YOH
a [ L.

M lim; b’.@gtjv; o vorn =
: ol
HM62256 : MEMOIRE RAM DE 256 kBITS el
A7
A28 M/
; .. ) Arae 2011
Le circuit HM62256, de technologie CMOS, est une mémoire RAM statique 41l 10 9 17
de 256 kbits organisé en 32k mots de 8 bits. ‘I‘:‘;‘% b 7h }
Op []13 167 110y
GND T g 150103
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27C256 / 27C512 : MEMOIRE EPROM DE 256 kBITS /512 KBITS

Ces mémoires sont recommandées pour accompagner les vee  vep
microprocesseurs 8 bits ou pour étendre la mémoire programme des |
microcontréleurs 8 bits. " )

La 27C256 est une mémoire de 32768 mots de 8 bits. A NG
La 27C512 est une mémoire de 65536 mots de 8 bits. E —q m2rceses
En boitier PDIP28, la mémoire est programmable une seule fois g —q

(OTP).

En boitier FDIP28W, une fenétre transparente permet
’effacement de la mémoire par exposition aux UltraViolets. : !

Vss
vepl[1 7 28flvec A5 fi < 2Pvee
A2 2 271 A4 Al12}2 27 [J A4
AT[l3 26[]A13 AT (13 26 [J A13
A6 4 25[] A8 A6 [l4 25 A8
A5(]5 241 A% A5(l5 2411 A9
Ad4Qls 23[) A1 A4 ()6 23 {]A11
A7 iarcoses S0P G AT \o7csiz 22 PGYP
. Az(ls 21 A10 AZTlS 211410
La broche Vpp (G/Vp pour la 27C512) doit étre  ~10¢ 20JE A9 20[1E
f s A0 [ 10 191 Q7 A0 10 191 Q7
portée a’12,75V p‘endant la phase de programmation  _ e Eh 12 as
de 1a mémoire et 4 5V pour les phases de lecture et ci(j12 17pas  aif12 s7has
écriture. Q2[13 16 [] Q4 azf13 16 [] Q4
vas 14 151 Q3 Vag Q 14 15[] Q3
74HC138 : DECODEUR / DEMULTIPLEXEUR 3 VERS 8
. . s | X/Y 15
Le 74HC138, de technologie CMOS, est un décodeur binaire / ’R‘]’ i ‘. Y
r - —_—2 il
décimal . A2 3], s
3 vers 8. Les entrées /E1, /E2 et E3 servent a la validation du boitier. L
La sortie active (2 I’état bas) est sélectionnée grice aux entrées et
7 v / 4 [4
pondérées A0, Al et A2. ol s s>
/E2 5N EN 6 k9
E3 & | ST YT
Table de vérité
INPUTS OUTPUTS
H X X X X X H H H H H H H H
X H X X X X H H H H H H H H
X X L X X X H H H H H H H H
L L H L L L L H H H H H H H
L L H H L L H L H H H H H H
L L H L H L H H L H H H H H
L L H H H L H H H L H H H H
L L H L L H H H H H L H H H
L L H H L H H H H H H L H H
L L H L H H H H H H H H L H
L L H H | H H H H H H H H H L
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74HC273 : OCTUPLE BASCULE D AVEC ENTREES D’HORLOGE

ET DE REMISE A ZERO COMMUNES

Le circuit 74HC273 contient 8 bascules D dotées d’une entrée d’horloge :, R
commune active sur fronts montants et d’une entrée de reset asynchrone ! -
prioritaire active a 1’état bas. o —
Inputs Output : Z
Reset | Clock D Q ?3— I:
L X X L ] %
H v H H e —
H | L L 2 =
H L X No Change
| H - X No Change
1 ] 2
LI ~}2
4066 : QUADRUPLE INTERRUPTEUR 137
ANALOGIQUE R e [N
Le 4066 est constitué de 4 interrupteurs analogiques indépendants de
technologie CMOS. A
Lorsque ’entrée de validation (#) est & 1’état logique 0, I’interrupteur est . ”
ouvert. ——
122
Lorsque ’entrée de validation (#) est a I’état logique 1, I’interrupteur est

fermé.

LM393 : DOUBLE COMPARATEUR DE TENSION

Le LM393 est un double comparateur de tension de précision a faible tension d’Offset (décalage de
tension en entrée) capable de fonctionner aussi bien avec une alimentation symétrique double
qu’avec une alimentation unipolaire. Sa sortie a collecteur ouvert permet d’adapter sa tension de
sortie pour une compatibilité avec les familles technologiques suivantes : DTL, ECL, TTL, MOS et

CMOS.
nom symbole | min | typ | max uniteé
Alimentation 2 36 V
unipolaire
Alimentation Fou - + ou - \Y
bipolaire 1 18
B Courant de I+ et I- 25 250 nA
polarisation (entrées)
Décalage en Vio 5 mV
tension en entrées
(Offset) i
Tension de Vol 400 mV
saturation en sortie
Amplification en Avol 50 | 200 V/imV

tension

PIN CONNECTIONS

GND [

(Top View)
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